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Il invento se refiers a un &lsposlilwe parz gow
noray una corrionte de olectrones, por ojemplo, & un tubo
slectrnico que tiene un oftodo cuys perte emleiva consig
te en un seniconductor del tipa p cuya superficie emisora
ostd rovestida oon un material que roduce la fancidn de -
trabajo elestrdnico, siendo la funeidn de trabajo cleotrd
nico del rovestimleuto sustoncinlmente igual a o menor
que la distaneia del nivel de Formi hasta la parte inforiop
3¢ 12 benda de conducelidn del semioonductor del tipo pe -
comprondiendo ¢l semicondunctor del tipo p une concxidn de
inyoceidn o unse distancisn monor gue la longitud de la di-
fugidn eleotrdnica en ol semiconductor de tipo p de la su
perficie emlsora. Tal dlspooitive se describe en 1a Memo~
rin de 1z solicitud de patente holandasa No. 65-05085 ya
ezpuosta ol pdblico,

El dispositivo conocide e2 uno que tlene wm do-
nominado cdtodo frfo. Il cemiconductor de tipo p comprene
do wns sogundo conexdOn oldetrica, e¢stando presontos wo-
dios para polarizer la conexidn de inyoceidn en sentido ai
rooto. Loz eleetrones inyoctados en el semiconductor de -
tipo p puecden sbandonar dlcho semlcondustor de tipe p por
1n superficle revestita y ser atrafdos del mede umu#l por
moﬁio'de un dnodo. Unn ventaja importonte ¢s que loz oleg
tronce inyectados en el wmemlconductor de tipo p no ncoesi
tan en osercin tenor anergia cindtica pars abandomy el =
ssmiconductor de Yipo p & travée de la superficie rovesii
da.

Uno de low oﬁjatos del invento en crear un dige-
posdtive para gencrar una corriente de clocironcs que g

ne un fotoedtodo partloularmente sficaz.
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_ Los fotocdtodoe con un semiconduptor del 4ipo p.
provisto de una supsrficle revesilda para reducir ls mn-?
oidn del tradajo electrdnice son ya conceidos. Tales fotp
catoang se hau deacru:o on ”&M&Wﬂ '

5 vole 3, No. 8, 1965, pdgims 189-193. ElL citado comtecto
de inyecoidn en log fotoodtodos ha sido suetitufdo por wn
manantial de radigoidn, tuyn radiscidn emitids puode gens
rar portadores de cargas libres en ol sexiconduator del =
e e ‘

10 El invento se basa, entre otras cogas, cn €l ao;
prendente reconticimlente del hecho de que la- ssiructura -
dal cdtode menclommdo con uns conexidn de inyecoidn pusds
usavee para obtener un fotoodtodo -perticularmente eficas.

. El invonto e hasa, ademis, o el reconcoiatento

15 del hecho de que un Totocdtodo con ums conexidn de 1nyo§-

" olén pusde funciopar como fototransistor, como resultado
de 1o ouel la qt:.i:acia, con relacién a la de dlchos fotoe
citodon conoci.doa,‘. 86 suments en un factor sproximadamente
S0 lgual al de amplificacidn del fototransistor. |
20 , Por “eficacla” ho de entonderse me eignificanos |
‘ el nirero de electrones salientes por ouanto sbsorbido ds
radineidn. '
Dg acuerdo con al invento. un dispositivo del t;
po monodonndo en el pram’bulo estd caractorisadc porque =
‘25 ol semiconductor del tipo p comprende adlo uma conexidm w j
. eléatrica, a ssber, la conexidn de inyecoiln, habiends «
;prasontaz madios para exponer un semiconductor de tipo p
a radizoidn que pueda generar poriadores de Sargas libres
~en &l seniconiuctor de ‘tipo pe
30 | Il dlspositivo de acuerdo con el invento :!.‘unoionﬁ
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oomo foto-transiator, go decdsr gomo transietor ouya cone-
xidn eldotrion de la base ee sustitufde poy un mennutial
ds irvaticoidn gue irrsdis la sona de 1a bass. Te comexidn
e inyecoidn on o1 smisor dal fototransistor, ¢l semicondug
tor de tipo p on 1o base y puede supdperse goe cl veclo -
contigao & la ciporficle revastlda estd asoslado con el cg

- levtors En roalidad, Yos gleotronca 1ibres on ol semicon-

ductor de Wyo p puodm.dtfunéuaa come teles dpaﬂa ol 2

‘micondustor de tpo p en ol vacio y, asf, ser recogidos -

por ok vacfo (y ol dnodo)e -
Hoy que sefialer que un catode emisor de sleotrg.

mee ostd wsualzente dispuesto e un waolo mientras ue @

clerta distonoia desde la superticie de emisidn del cdto-
do, estd diepuesto un duodo que estd polarizad on poelil

- vo oon relavidn al odtedo yy auly on o1 dleposiive de -

acuerds con ¢l inventoscon relaoidn o ln conexidn d¢ in=

Coma ya 80 ha dichos 1a zejove de la eficacis -
en aomparacidn cony 1os dispositivos aonceidos que tienen
un fotoddtodo es por un factor eproximadomente igul al =

. de smplificacidn del fototranmdator. EL factor de amplify -
- cacion alfa’ de un translotor novmal as igual & u{azh._. L

donde 4T, ¢s una varinoidn o 1n corriente de base que oag

Zm unn variaocidn ua i I mriente'aa enlegtor. Ex un -

dispusitive de souerdo con €1 :&mmta,,, que tiene un Loto-

oitodo o el cual qourre un efects do fototranslstor ¥ e
‘sl cual la “sorriente de colector™ es la corriente de dng -
‘0, el faotor de amplificacidn alfal = ara/ax x donde A

es uxs variacidn on ln istonsidad de la radiscidn que cen

‘g8 una variacidn G.I‘ en la corricate de 4nodo. Incluso em

1B4e70 |
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transisfores bastante malos, aifa! as ya comsideradblemen~

te uayor qus 1. Por tanto, sl ausento de ls eficacia es ~
grandes '

Los medics para sxporer el seaicondaator del 1
po P & radiscidn pueden coneistir usualments, por sjemplo,
en ups parte da la pared de ls enwuelia permentle z la rgi
dinoidn o ent una ventanilla o lente inoorporada en dicha

rpma, & través de las cuales pueda sor expuesto sl aeu:.‘u-

uonmntor de tipo py 0 pnadm consxaﬁ.r on un manential -~

| de mdiaaion mcw;?omdn.

El seniconductor de tipe p puede uxponerse a 1&
mdiaainn slsotromagnetics de un mode comunmente usalo pg

: ra loa fotooaAtodon, Sin sabargo, lg raediacidn pusde oon~
‘sistir tasbifn an elentvores. En este caso tashldn, &l -
dispositivo es couports como un fototransistore

Cuando o1 smiconiuctor de tipo p revestido es

expueato 2 electzones, cowre tma emiaidn ssoundoris de —

eleotrones. La eficacia de dicha eaisidn secundaria es pap

‘ timlﬁrmntd alta, la safisdén secundaria de electrones «
por un senlconducior del tipe p irradiado por clogtmmn' :

e ha descrifo en "JEEE Zrang.Buclesy Soi," ND-15, Junio

4o 1968, pigloas 167170, Ueends el invento, en el onal ~
_oourre el efecto de fototrensistor, la eficacia, e decir,
al nimero de slsotrenos saltidos por electrdin shsorhido, |
;:pmdc' e Jorarss oomidaraylemento. Una importante reelicy
cddn as un dispositive de aousrde com el lnveuto, por cof
éu&axhnﬁu, 7Y airactwin porque estan prosentes meldios -
para irradisr ol asuisondustor del t1po p con electrones.
fm::a medios pueden oonsdstirs por ejemplc, en un manan-
tinl de slectrones 1noorporados -

”5"



Bu genoroly puode sonaidersyes que n di.npoutj,_i
vo de acuerde con ¢l lavents es unc que $iens . :Eotocntjzi
| & &1 se fa al término *fotoodtodo® w amplic aens.ﬁmummmo’E .
!ar ae entiende que incluye, no solo un mtoﬁ& que duvanke | |
§ | o1 funolonsatento outd expueato & una radizsidn ohctzomug
netica, #ino teabidn up catudo que- durante el :nmiomuiea
to aata oxpunatu 8 unn mdiaoion eorpuaoular, por oaouplo.
' pon electronas. , ;
: E In cunexion de isyacoidn onnp:undc do pretemn-»l
10 .. ieia un :uiecmm iwt:.pe B qus ﬁwm une Mﬁnp—u -:
.. ,con ol seulcondustor del 316 Pe ; '
o | 5 penicondugtor del $ipo p ¥ 61 rovestiniento
.. proyisto sobre &l pueden gomsiotir en materisles muﬂn
o “an, ohon ﬂiapoaﬁivon eamai&os g0 timen odtodos f.rim,
A 15:_ ’zotocatadaa o utoﬁoa gl mucatran cmun semniarin. =
B por ajemplo, el scmicondumbor ded &pa p pusds mmistir
on fosfurs de gilic o anmim de.galic oon une tnpnun
4 tip0 3 usnal y ol vevestimiénto puede somsistir en ou:lo.
‘Dicho seaicondistor de tipo n puste consictir, altmtivg
20" mente, en aveeniuro de galic o fosfuro de galfo. dmpurdfy
O 'om, oin enbargs, con una mpurua de tipo o wusl, )
Un dispositivo de¢ aonerdo oon <l inveato que t:lg
ua un ratooatoﬁo /¢ wo ¢atodo que muostre an:mf.an Basn. |
dsria pusde consistin en una olula fotoslfotrios, un £ow
25 tomnltiplicator, un amplificador ds imagen, un $0000800= |
pio (3o imagen), un artlodn (Ze imgen) o cuslquisr tubo -
" ds slectronss o de desvargn qub tenge un fotoodtods y/o >
un oftods de emlsidn pecundaris. ' »
Con ¢l fin & que ol invento pusds 1lewrse & =
30 1a practios con facilidod, 28 deworibirdn ahore unss cuap

.....
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, A |
tas realisaoiones del aisee Bon mayor detalle, s modo da |
sjemplo, con referuncis a los dibujos dhmﬁm- adjq
.m, m los sunless
Ia ax. 1 o9 1w vista an norto trannvarsal de
5 .o wﬁ.nra mliumqn de un Mepositivo de souerdo com |
al i.lma'ae: . ‘
i 1& £ig. 2 o8 una vista en corts transwerael ds

f una segunde reslizacifis de wa Alepositivo de aonardo oon
’el :Lnﬂntn; Yy S : : 'i
IR [ B mw.s;&»naawmdowsulom
aa.todou usados en las reallsscionss mosptradas sn lss ﬁ.p' -
1y 2 .

, El dispositive 1 sostrado en 1o fig. 1 pers pro
" diotr me corriente de slecirones comprends un otodo 2 =
15 " ouys partemisive 3 comeiste so un ssaiconduotor del $3p0
i 'p ouye mparficis ssisora 4 ssis recudisrts oon un mate-
" ‘z41 5 que rednoe 1s funsiin de trabajo ds Zos slecireness
" Ia fumeidn U de trabajo ds loa sleotrones del yeoubrimlen .
T tu 5 e sustencisleente Sgisl & o mencr que la distancis
20+ -Hy del nivel de Parad ¥ & la parte infericr 20 de la ban=
*'da de conduooidn (véese sl dimgroma de smergls mostrads s
. 1a fig. 3. El seatconductor e tipo p comprende una eone
'2i4n Ge inpeceidn § & una Aistancia manor que la longlted
‘e difusién de electrones en o1 semiconduntor ds $ipo p =
25 - ds la maperficls emisors 4. '
| Do aowerdo oon ol invento, ol senfoondudtor de
‘:ﬂpﬂ P 3 tiane adlo uma conexidn sldotrion, o eabery Ia =
conwxidn Ge Anyeooidn B, estando presentes medios 7, con- i
 sistentes en ol presente ejemple en una lente incorporsds
30 @ 1a envolturs del dispositivo, para exponer sl mezicon-

18.4.T0 | - 7 - .
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duotor de tipo p & radiecidn capez de gemaver portatores

" do curgne libres o ¢l semiconductor de tipe p 3« 1 it
fo 2 on la prosente realizseidn es un fotoodAtode que ests .
_expuosto @ rediasidn clectromsgnétics 9. |

L contaoto de :!.nyeauiin 6 e lg presente reall

_zeeldn ez un senfconductoy de t3po n Que forse ume wwdds

P8 10 con ol semicomductor 3 de ¥ipe p y que cowprends -

10

_un conductor de conexiém 11 que atraviesn la enwlvente 3.

Fl dispositivoe couprenie adends un dnode smalar
12 provisto de un condustor de mmﬂm 13 gue atravian

" la onvuelta 8,

Bl dagrana de amrs(a &c lor semicondustores 3
¥ 6 do 4ipo p ¥ de tipo n ae auestira on lo fig. 3 de un -
sodo conveneional, Los semleonductores de tipos p ¥ o xon,
por. cjomplo, de avseuiuro de galia guo tans noa anohirae
:Bg. igual a sproximadsuenie 14 'elcatgmvvaxﬂas de 1s Dan .
da de evergla prohibida entre la bonda de oonineoidn y la

" bandn do valonsln. La suporficis de enisidn del »a,on:nnnnu,é_
o) tor de’ tipo p se dencmina Be Como me mwastray OUPYS un
', ourvado de la banda corgo de o8t superfiole. o supsrfi- .

me‘l’: #3te rooublerta de un naterial guo dleminuye ls :Eu_g,

. oifn 48 trabojo, por ajemple oeslos que da uma funcidn de

trebaje U d¢ cproxinadsments tyd oV. Aasi. U os. snatm:la_,'

30
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'mta puel 8 B o Oomo oL nivel de Fornmd P o 8l amﬁomﬁm

2l ,
for d& tipo P con soguridad onande diohe saplooniduator -

estd oy imparificad, cstd stmdo corce del lado smpee |
‘rior de la benda de conducoidn, U os tambidn sustancialoen

ts igual 2 Epe Eato quisve degir que oo slooirones torad
eon del senloonductor de Lipo p puoden shandonar dloho sg

‘micondnetor 8 través do 1a superficis B, como se ha sofiam

-8 -
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hdﬂ con una flecha 22,

Ha de cbserwmrse que la distencis B, del. nivel
curmzraupmummumuumumm

cidn ha de entenderss que signifios 1 Gistenois By ol
5 WWW“?? de tipo p nds alld de 1z regidn combigue a
1a muperfiois de emizor B cagndo oourre dicho ourvado de
' 1s benda. |

V denota ol nivel en vanio, os decir, la energia

de un tlacti'én sltuedo al exterior del sentconductor de -
_tipo P sohrs el cual no es ojercida influencia por dicho .

uniaonamor. EL dnodo esté situado en A.

" Gomo me xuestra en la fig. 3, une eutrechs, bnrr,g
‘ra de potanciasl enots mm cercs de Ia superficie emiag,
"¥a B. Esta Darrers do pntomial pmae ear partorada PoT -

sleoirones y carcee en ssencia d.e influencia.

El grueso del semisordudstor del tipo p, es menoy
qae la loungitud de difumidn ds los eleciromes en dicho sp

‘wiconduotor y es, par ejemplay de mproximadamente 042 mie

" cras. Los elegtrorss inyeotados demde sl semiconduotor de

‘t4po n pusden entonoes aloanzar la superfiols emisora Be

Eato oorresponde a las necesidades en cuanto sl grueso pg

. ra ls zomk Ge base d¢ un transistor normel.

»

184470

Se ma wato que el dispositivo me comporta Como

'un fototransicator ot el anodo es polarizads posltivamente
.ot relooidn al odtodo y sl semioondnotor de tipo p estd o

expuesto a radiscidn geeradora de portadores de CavEAs ~
libros. En la £ig. 1, el #nodo 12 estd polariszado positi-
vamente con relacidn 2l qaitodd 2 por medio de 1s baterfa

14 ¥ o1 sentoonductar de %ipo p 3 estd expuspto a la radig

eddn 9 » fravés de la ldmpara 7. Ia corriente anddioa posde



‘medirse mediante un saparimetre 15.

Bl disgrams de energia nostrado en n £4ge 3 =

osabis sproxiosdonante &), moatrady e s fige 4. Qeros do
1z waidn entre el memiconductor ds tipo p ¥ el de tipo b,

‘1a banda de energie 'pmx:maa ge hacs ucerananﬁ nie Li=

HB (h. unidn pen ontra en ol sentido _ﬂiracw) ¥ o1 nivel
. on vaofo muestre una fuorte pendiente debids sl woltaje -

| muﬂédﬂv

10

L2

ElL sendccuductor de 4ipo & e la zom da enisor,

@l seniconducter de %ipo p ¢o la zoua 4¢ base ¥ al wofo .

oon 6l dnodo ¢s sl coloctor del fototranmisior.

¥ fanciomamlento del fotoodtodo 2 segin se ba
visto os muy eficaz. La oficacia es comsiderablemonte m-
yor que cou los fotocitedos conceddes que tiendn ua sani-
conductor de ﬂ-pb Pr J» DOTV que parocen dol .aaminqnﬁuch#

76 de tipo n. Ia Siforopeds en nn :&oﬁr Wﬁ%&ﬂn‘te -
itunl ol de amplﬂimén del fotomgtgg, :

PR

25

Oon la téonisa actusl es a3f{oil fubricsr trip-

_ vlstores de arseniuro de galio con wn fastor de amplificy .
~oién muy grande. Un footor de amplificacldn igeal a 10 ..

gproximadaments, tin cobargo, ea sleritu-monie posibie con

e .el invento ys por tanto, une aﬁ.nabia oproximadanente 10 -

wooen mayor qus la de dlchos fotoedtodos 00no0id0m.
El cdtodo 2 pueds cbisnoras, por ejomplo, pare .

"_ﬂeu&o do un seaioondustor de $1po n oon proferencia on -

“forma Ge un monooidetsl ¥ proveyéndolo dal modo usedo hae

bimmﬁte en la teondlogia de los senicondustores oon —

una ecps superficlal de #po p por difusidn de wua impure

30

184,70

g2 o por depdsito epitaxiel de una capa semiaoondnctora de ::

.,ti:pc P ¥ proveysndo sobra la ospa de tipo p oasio & otro |

- Ve
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| edtodo nuestra enieidn ssoundavia. Sin cabargo, eute Ao

!
|

paterisl que redogon la funoidn de trabsjo de una maners '

tradiciomlments usada en la . fabricacidn de fotoodtodos. ;

El depoeitivo mostrado en Ia £ig. ¥ pusde mear
se, por sjemplo, como oslula fotosldotrica. o
la Tig. 2 nuestra en principic mn dispositivo -!
20 e el cusl el citodo 2 es irrediado cou elestromes. m’
loger de 1a lents 7, un cafidn electrénioo 17 eatd imcorpy

vadoy el éusl irradis el oitodo 2 con slectroves 16s EL =

| positivo mosstre fasbién un afecto de fototrensistor oom
 resaltadc del ounl la emisidu 2e electrones es mejorada "

x;w un faotor .aproximdamente 3cunl al de amplificanidn -

-

del tranaistor. , ,
£1 oafidn electirdnico 17 puede mer sustitafde por
un fotoodtedo ded tipo uemdo en el dispositiwo mostrado en

‘1a f1g. 1, s adends, el dnodo 12 de la fig. 2, pusde ser

reemplazado por un odtodo 2 de emisidn sgouniaria que ten
ga un dnodo 12, pudiendo dste a su Ves sexr reemplamado, -

- @te. Se obtiene en ese 0ae0 un dimpositivo que poede oear
. me come fotomnltiplinador. '

Ios portadores & oarga libres gue pon generados

o ‘e el semiconduotor 3 de tips D contribayen m dicho efeo-.

30
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‘%o de foto-tranaistor. Tos portndores de cargm libres que
;mn gomeradoa sn el eomiconductor 6 de tipo n & una &l
. 4ancix no demasiade grande de 1z unidn pen 10 contriduyen

8l afecto fotoirmnaistor, pere los portalores de cargs i

‘brea gue son gmerados & gran distancia, por e jemplos & um
que sxoeda d¢ uno longitud de Alfueidn de loo portadoi‘n -

de cargs minoriterics desds la unidn p-n al sewiconduetor

‘ds tipo ny no 1o hacen. Por consigniente, el odtodo 2 estd

- 4 -



; expuesto de preferencis a rodicoidn que os absoydida al -

iwnau principelmsate en el senioonductor &e tHpo ps du mg,
ida que B profundidad ds I}Qﬁ\mon a0 pequalas Jomo em |
 8abido, 1a profundifad de pevetracidn ds ls adiacidn eleg
-3 gtromgneﬂ.na depende d¢ 1a longitud de onde de dicha radig
- M.on ¥ la pmmnd&dad de penctracidn s los eleotrones dg
_ Eyenﬁe de la amrg{a oinddien de loa miauoa. '
-_, Serd evidents que ¢l invento o q,ueda linitado
. a los ejemplos descrites y que son pwiblu muchas varia~
10 . . ocionss yara los expertos sin apartwau por allo dol enpi-
‘ritu do este mventm Por ojonplo,. 1ua seniconinctores de;
#popym pusden consistir en fowfuro de golio e luger
de on arseniure de @lio, usindons 0esloy veslowoxigeno,
berio o rubldic, por e:empla. cams recubriniente. Posden |
’15; . ‘ugarge tumbiSn cristales nixtos de araeniuro de galic y =
fosfuro do gnldo. El pemisonduotor 69 $ipo u pusde oonsig
T tir e un matorisl amimmw ﬁistim de wao del tipo
P ¥ meatrar, pw ajenplo, am anchura uayor de 1a boudo proh;
‘bida que ol semicondustor dp ﬂ.po Pr & G20 0) seiconduoe
20 tor del upq n puedo sonsiatir, por enmlu. on fonfuro dﬁ
“““ ga:':.&o ¥ el seniconduotor de tipo p en usonﬁ.m Ade galio,
im Slopoaitiw de asmao con el .ﬁivuw ‘pusde comprender o
~un sistens electrédicondn compneaau que ol que oe maatu'
‘_ on el sjomplo y comprender, verbigracis, rejillas de manlo
25 ¥ cimilares. In lugar de un ceniconductor de $ipo m, la -
consxifn de inyecooidn pusde wmpranaa, por sjomplo, una
oupa metalion separada del semiwu&aotor de tipo p por una,
daigada capa aislante, a!.enﬁu inycotados en el sentoonduce
tor del tipo p dende ia sopa notdlicn eloctrumu.qus sm'a-
30 - viesan la capa aislante, | |

i
1
i
?

L]
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1 presente solicituds qua correspondse . la e

sentads en Bolsnds, o1 29 @ Karzo de 1.969¢ bajo el R -,
| 6904912, se acoge & loa benoficios del Artfesie 51 del v °
gswte Zstatuto sobre Propledad Industrial.

REIVINDICACIORES

Ios puntos de invenoldn propla y nueve, que se :
precentsn pera que sesn objetc de esta soliciiud de Fatep
te de Inveacidn en Espafia, por VELNTE afios, eon low miw

;miontus . . ,
Tow Un dlepoaitivo para genorar una gorriente ~

& 9levirones, por ejemplo, un tube electrdnioo ghe tiens

W

184,70

un uituko;. ouys paris de emisidn consiste on un sexleoon-
dnotor dal $ipo ps.cuys suporficie deesisidn estd recus
blerts gon un matarial gue reduce la funoidn de trabajo -
- sleotrénico, sdendo la funoidn ds tradajo elecirdnics del.
jr..mhxmﬂuto senalbloments -1gual o menor que la ﬁlstanci@
el nivel Fermi & 1 parte inferior de la banda de confug
“eidn en ol semiconductor ds tipo Py oomprendiondc el semi’
_condugtor de $1p0 p una conexidn de inyecoidn & una Oimtan
cla manor que ladngltud d¢ Aifusidn slectrdnicn en ol sy
miconductor de t1pc p de la superficie de emisidn, osrace
terizado porque o) senioonduotor de tipo p, coaprende soly
‘ments uns copexidn eléctricas a scber, la comexidn de tn-

‘:ymm.éu. exlendo prosentes medios pars exponor el smico;:

- 13-



ﬁuﬂar da tipo p & radlacidn gue pede generar porte.awas

‘aa dargs libres en el semioonrduoior ds 1ipo p. ;

: 24~ Un dlspositive segin la relvindideclién 1, -
'caraateﬂzaw porque sotdn previstos mofies paxa exponor

5. el semicondnotor de #po p s raddacidn eloommgnmtma. ‘
| 3ew Un dlsponitive segin la :eeivin&icmim 15 cgﬁ
raotarizado poraue ostdn praviﬂ'hoa madias para lrradiay —-g

'A ’ez. semimndnutor ﬂa tipo p con elootromae. ‘

7 ' 4o Un’ ﬂispoaitiw segdn unn o.mis de las raivig
10 . d:lc.;einnes preoeﬁen’cas, caracterizado porque 1z conexidn i

. ‘38 meaaﬁn compx«nnaa un sanloondustor da tipe B que fo;:
za qoe unidn pen oon el semisonductor da tipo pa .

Se= Un aapoaitivo para gmamr una gorriemte =

de cleotronss. '

15 . Tal y como se ‘ho deserito en la !x{emnria que an-: .
L tocade. representade en loa dibujos que se acompafian y -
B 'Lf ooz 1oz fines quo B han espaciiicado. '

- Esta Yemoris conste de catoree hojas egorites &
naquim por unz sola oara.

zq ." Wedrid, 21 ABR. 1910

e | . Pubs

18.4,70 “ -1 -
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